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Dopo avervi presentato i vari tipi di
oscillatori di AF continuiamo nella
nostra disquisizione descrivendovi,
questo mese, come si realizza e
come si tara uno stadio amplifica-

tore di AF.

RIGETRASMETTITORI 2

.

Nei due numeri precedenti di questa stessa ri-
vista, e precisamente sul n. 8 e n. 9, vi abbiamo
indicato quali sono gli schemi pit adatti per realiz-
zare un oscillatore di AF e vi abbiamo inoltre
consigliato di costruirne un esemplare perché
abbiate la possibilita di constatare di fatto quali
inconvenienti pud presentare un oscillatore qua-
lora non venga tarato nelle condizioni piu idonee
di funzionamento oppure non risulti polarizzato
nella condizione migliore.

Se. avete seguito con meticolosita i nostri
consigli voi ora possedete un piccolo trasmetti-
tore gia in grado di erogare un segnale di AF.

Sarebbe sufficiente modulare il segnale di AF
ottenuto per poter irradiare nello spazio la vostra
voce dato che, come avrete.constatato, osservan-
do molti piccoli trasmettitori, la sezione trasmit-
tente pud essere costituita anche da un solo
transistor impiegato sia come oscillatore e finale
di AF.

Considerando quindi che non & vostra intenzio-
ne, né tantomeno la nostra, limitare lo studio a
trasmettitori in grado di coprire distanze irriso-
rie, occorrera procedere prendendo in considera-
zione gli stadi amplificatori di AF. Essi serviranno
ad aumentare la potenza del segnale AF erogata
dall'oscillatore ed un aumento di potenza corri-
spondera ovviamente, se adeguatamente sfrut-
tata, un aumento della portata chilometrica.
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UTILITA DEGLI STADI DI AF

Ammettiamo di poter disporre di un oscilla-
tore di AF, capace di erogare in uscita una poten-
za di appena 0,05 watt (vale a dire 50 milli-
watt) mentre a noi interesserebbe una potenza

notevolmente superiore, ammettiamo 5 watt.

In questo caso dovremo scegliere un transistor
amplificatore in grado di erogare detta potenza
alla frequenza desiderata.

Ammettendo quindi che il nostro interessa-
mento verta alla gamma dei 30 MHz per prima
cosa dovremmo scegliere un semiconduttore in
grado di funzionare ed amplificare almeno fino
ai 40 MHz (frequenza di taglio) ed infine che pos-
sa sopportare sul collettore una tensione almeno
doppia di quella di alimentazione ed erogare una
corrente tale che, considerando le eventuali per-
dite, possa fornirci i 5 watt richiesti. Ad esempio
supponendo che la tensione di alimentazione sia
di 9 volt, il transistor deve accreditare tra le sue
caratteristiche una tensione di collettore di 20
volt ed una corrente di almeno 1 ampere consi-
derando che il valore della corrente si pud de-
durre, conoscendo tensione e wattaggio, dalla
formula: Watt : Volt = Ampere da cui nel nostro
caso 5:9 = 0,78 ampere.

Pero perché tale transistor, che presenta tut-
te le peculiaritd necessarie, possa erogare in u-



scita i 5 watt che ci siamo prefissati deve essere
pilotato (vale a dire che sulla base dello stesso
deve essere presente) una potenza di almeno 1
watt.

Sapendo quindi che l'oscillatore preso in esame
come esempio puo disporre di soli 0,05 watt, se
vi applicassimo direttamente lipotetico stadio
finale che abbiamo testé discusso non potremmo
certamente rilevare la potenza richiesta in quanto
non avrebbe la possibilita di pilotarlo. In pratica
un trasmettitore si comporta esattamente come
un qualsiasi stadio amplificatore di BF, almeno

concettualmente, nel quale, se vogliamo vera-
mente in uscita molta potenza, occorre amplifi-
care il segnale proveniente dal pick-up (o da al-
tro generatore) tramite uno stadio preamplifi-
caore il segnale preamplificato sara trasferito ad
un secondo transistor per aumentare la potenza,
ed anche ad un terzo transistor se necessario fi-
no a raggiungere la potenza necessaria per pilo-
tare lo stadio finale.

Con la stessa prassi sard quindi necessario in-
terporre tra lo stadio oscillatore e quello finale
AF uno stadio prepilota che avra il compito di
portare il segnale generato dall’oscillatore ad un
livello tale da essere idoneo a pilotare lo stadio
finale di potenza, quindi, nel nostro caso, I'am-
plificatore di AF interposto tra oscillatore e sta-
dio finale dovra poter aumentare la potenza for-
nita dall'oscillatore, 0,05 watt fino ad 1 watt
come richiesto.

Se poi noi desiderassimo un trasmettitore in
grado d'erogare in uscita una potenza superiore
ai 5 watt dovremmo far seguire allo stadio di 5
watt un ultimo transistor di potenza piu elevata

che richieda come pilotaggio, una potenza non su-
periore a 5 watt. Fig. 1

Tutti questi stadi che si possono interporre tra
oscillatore e stadio finale di potenza vengono co-
munemente chiamati « amplificatori di "AF» e
circuitalmente non si differenziano I'uno dall’al-
tro.

Ci6 che cambia invece & solamente il transistor
utilizzato che, come abbiamao gia affermato e co-
me é facilmente intuibile, dovra avere potenza
sempre superiore- in progressione da stadio a
stadio.

Lo stadio amplificatore di AF pud essere realiz-
zato in tanti sistemi diversi e noi prenderemo in
considerazione i tipi pitd comuni e di maggior ren-
dimento che voi stessi potrete realizzare avendo
gia a -disposizione uno stadio oscillatore di AF
came descritto sul n. 9.

ACCOPPIAMENTO TRA STADIO OSCILLATORE
E STADIO AMPLIFICATORE DI AF

Il fattore pid importante per uno stadio ampli-
ficatore AF & quello di ricevere dallo stadio oscil-
latore |la massima energia AF disponibile in quan-
to maggiore sara la tensione di pilotaggio pari-
menti maggiore risultera pure il rendimento del-
lo stadio amplificatore.

Per ottenere quindi il massimo trasferimento
di energia dal collettore del transistor oscillato-
re alla base del transistor amplificatore AF, oc-
corre un accoppiamento che pud essere esegui-
to per via induttiva o capacitiva tenendo presente
alcune considerazioni:

1) & consigliabile cercare di adattare il pit pos-
sibile I'impedenza d'uscita dello stadio oscil-
lante con quella d'ingresso dell’amplificatore
AF.
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Fig. 1 A Applicando direttamente un’antenna ad un
oscillatore di AF. noi potremmo gia irradiare nello

spazio un segnale, ma non potendo fornire un oscilla-
tore elevata potenza, la portata risultera limitata

Fig. 1 B Volendo aumentare la potenza di AF risulta ne-
cessario amplificare il segnale dell’oscillatore. Per que-
sto e necessario inserire nel trasmettitore un‘altro sta-
dio chiamato appunto « amplificatore di AF »

2) evitare di sovraccaricare |'oscillatore affin-

ché non disinneschi.

Ottenuti questi preliminari occorrera infine:

1) che lo stadio amplificatore non autooscilli,
cioé venga ad erogare in maniera autonoma
dell'energia AF anche senza oscillatore (si
comporti cioé come un oscillatore di AF che,
non essendo pilotato da nessun quarzo, ge-
nerera una frequenza diversa da quella del-
I'oscillatore e senza alcun carattere di stabi-
lita).

2) che l'impedenza d'uscita, vale a dire quella
del collettore dello stadio amplificatore AF,
si adatti a quello del circuito di sintonia posto
in uscita.

Dopo queste anticipazioni sara logico passare

a quelli che sono i 3 diversi sistemi di realizza-

re un amplificatore AF.

| TRE TIP1 DI AMPLIFICATORI

Gli amplificatori di AF possono essere realizzati
secondo tre diversi sistemi circuitali che, a se-
conda del tipo, vengono comunemente distinti in:
amplificatore con emettitore a massa
con base a massa
con collettore a massa.

La scelta del sistema va effettuata in conside-
razione del circuito o del transistor impiegato in
quanto in montaggi pud risultare piu adatto, ad
esempio, un amplificatore con base a massa di
un altro con emettitore a massa, benché questo
secondo sistema possa presentare un guadagno
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di tensione o di corrente pit elevato rispetto
al primo.

Inoltre pud anche capitare che variando I'im-
pedenza d'entrata e quella di uscita si possano
ottenere risultati pit soddisfacenti con un dato
circuito che con un altro, che ad una prima con-
siderazione poteva sembrare migliore, per la pos-
sibilita di eventuali autoinneschi di AF mentre il
primo circuito presenta maggiore sicurezza come
stabilitd di funzionamento. Per stabilire le varie
differenze che intercorrono fra i tre tipi di circui-
ti amplificatori AF ve ne abbiamo riportato le di-
verse caratteristiche:

EMETTITORE A MASSA

Impedenza d’entrata = bassa
impedenza d’uscita = alta

guadagno in corrente = alto
guadagno in tensione = alto

Fig. 1 D Non é possibile,come un principiante potreb-
be supporre, applicare subito dopo [l‘oscillatore uno
stadio amplificatore utilizzando un transistor di elevata
potenza. Un transistor di potenza per poter erogare
in uscita la sua massima energia richiede sempre una
potenza di pilotaggio (cioé potenza da applicare in ba-
se) adeguata. Per cui se un finale per erogare in uscita
10 Watt occorre una potenza pilota che pud variare dai
3 ai 5 Watt sara necessario amplificare il segnale del-
I'oscillatore con tanti stadi AF fino ad ottenere la poten-
za di pilotaggio richiesta
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Fig. 1 C Se anche la potenza che potesse fornirci lo
stadio amplificatore di AF, fosse inferiore al wattaggio

desiderato, dovremo riamplificare il segnale del secon-
do stadio con un terzo stadio, utilizzando un transistor
a maggior potenza

BASE A MASSA

Impedenza d’entrata = molto bassa

impedenza d'uscita = molto alta
guadagno in corrente = nullo
guadagno in tensione = molto alto

COLLETTORE A MASSA

Impedenza d’entrata = molto alta
impedenza d’uscita = molto bassa
guadagno in corrente = alto
guadagno in tensione = nullo

ACCOPPIAMENTO CAPACITATIVO

In fig. 2 & riportato lo schema di un amplifica-
tore con emettitore, a massa collegato capaciti-
vamente alla bobina oscillatrice.

"~ Come potete vedere, sulla bobina L1 dell'o-
scillatore si fa uso della capacita C3 per prele-
vare l'energia AF da' trasferire direttamente alla

base del transistor TRZ.

E poiché questa base deve risultare polarizzata
tramite la resistenza R1, per evitare che l'ener-
gia AF possa scaricarsi a massa attraverso tale
componente sara necessario interporre una im-
pedenza di AF (JAF2).

La parte piu critica nella scelta del valore dei
componenti adatti & relativa a quello del conden-
satore C3 e della posizione del collegamento di
questo sulla bobina L1.

Il valore del condensatore dipende dalla fre-
quenza dilavoro e pud variare dai 22 ai 170 pF
considerando che valori supériori “potrebbero
comportare il rischio di far entrare in autooscil-
lazione il transistor TR2.

L'adattamento d'impedenza tra stadio oscilla-
tore TR1 e stadio amplificatore TR2 si ottiene
modificando il punto di presa sulla bobina L1,
quindi per raggiungere la posizione esatta non e-
siste altro da fare che provare sperimentalmente.
, Si parte quindi dal lato freddo della bobina

OSCILLATORE AMPLIE AF

SOmW

ANTENNA (®)

AMPLIE AFE AMPLIE AF

1) @

@ sW @ 10W
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L2
R1. da 10 a 560 ohm

C1.10.000 pF.
C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3. da22 a470 pF.

P — JAF3 C4. 10.000 pF
'[‘ o C5. 10.000 pF
T CE&L2 circuito sintonia finale
& JAF1-2-3. impedenze di AF.
l TR1. transistor oscillatore
] TR2. transistor amplif. AF.
Fig. 2 amplificatore di AF con emettitore a massa ad
accoppiamento capacitivo
— -
e ?r'{ L L2 R1. 4,7 a 100 ohm
TR C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3. da22 a470 pF.

C4. 10.000 pF.

C5. 10.000 pF.

ca . cs
— % 1AF3
T T o C&/L2. circuito sintonia finale

JAF1-2-3. impedenze di AF.

piamento capacitivo i

Fig. 3 Amplificatore di AF con base a massa ad accop-

) TR1. transistor oscillatorg
TR2. transistor amplif. AF

(cioé.il lato opposto a quello con cui essa & col-
legata al collettore di TR1) e si prova spira per
spira fino a trovare il punto in cui il transistor
TR2 assorbe la maggior corrente di collettore.

A guesto proposito consigliamo di non andare
mai oltre la meta delle spire di L1 ma, all'occor-
renza € meglio aumentare il valore del conden-
satore C3.

La resistenza R1 va scelta tra una gamma di va-
lori varianti dai 10 ai 560 ohm in relazione al tipo
di transistor impiegato ed alla tensione d'alimen-
tazione. Come si pud notare, il collettore di TR2
non & collegato ad un estremo di L2, ma ad una
presa intermedia; vedremo che anche questo ar-
tificio servird per adattare l'impedenza del col-
lettore a quella del circuito di sintonia finale, cié
sempre per ottenere il maggior rendimento pos-
sibile.

L'unica difficolta nella realizzazione di questo
circuito consiste nel dover trovare sperimental-
mente |la posizione pitl idonea di C3 sulla bobina
L1 anche perché non sempre risulta agevole ef-
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fettuare |la saldatura.

In fig. 3 abbiamo invece 'un secondo tipo di
amplificatore, questa volta con base a massa.
Anche per questo circuito valgono le note de-
scritte per |'amplificatore con emettitore a mas-
sa. In fig. 4 invece e descritto un amplificatore
AF con accoppiamento a partitore capacitivo.

In questo caso il segnale, anziché da una pre-
sa intermedia sulla bobina L1 viene prelevato di-
rettamente dal lato caldo (lato del collettore di
TR1) della bobina stessa tramite un compensa-
tore (C4) mentre tra base e massa di TR2 risulta
inserito un secondo compensatore (C3).

Il vantaggio di questo sistema circuitale con-
siste nella possibilita di avere un piu esatto a-
dattamento d'impedenza tra lo stadio oscillante
e ‘quello amplificatore finale con eliminazione
della presa sulla bobina L1 che oltrettutto pud
anche risultare di non semplice attuazione.

Gli inconvenienti che possono verificarsi con
questo circuito sono tutti di ordine strettamente
pratico, non tecnico, in quanto esso necessita di



maggiore spazio, per l'inserimento di due com-
pensatori, costa un po’ di piu rispetto al siste-
ma precedente ed ha bisogno di una maggiore cu-
ra per raggiungere il massimo trasferimento. di
energia AF dall'oscillatore alla base.

Con questo circuito il valore della capacita C2
risulta notevolmente inferiore a quello impiegato
per i circuiti precedenti a causa dell’aggiunta
dei due compensatori che, come si nota, si tro-
vano praticamente ad essere in parallelo alla bo-
bina L1.

ACCOPPIAMENTO CON FILTRO A PI-GRECO

Nella categoria dei circuiti ad accoppiamento
capacitivo quello che meglio di ogni altro & in
grado di adattare |'impedenza d'ingresso (stadio
oscillatore) con quella d'uscita (stadio amplifi-
catore e finale) & senza dubbio quello che si av-
vale del sistema a «filtro a pi-greco » visibile
in fig. 5. _

In esso il condensatore C3, che varia da un

minimo di 10 pF ad un massimo di 47 pF, si trova
collegato ad una presa fissa (normalmente ad
1/4 o ad 1/5 delle spire totali di L1 partendo dal
lato freddo) e con I'altro terminale collegato ad
un filtro a pi-greco composto da C4-L2-C5 dove
il condensatore variabile C4 serve per adatta-
re I'impedenza d'uscita e Cb5 quella d'entrata.

Gli inconvenienti maggiori che si presentano
nella realizzazione di questo circuito sono quel-
li inerenti all'impiego di una seconda bobina, di
due condensatori variabili di capacita non indif-
ferente (da 100 a 30C pF a seconda della fre-
quenza di lavoro) e di richiedere una taratura un
po’ piu laboriosa. Benché questo sistema sia ve-
ramente il pit efficace, come abbiamo gid pun-
tualizzato, esso si rivela veramente ottimo per i
trasmettitori a postazione fissa nei quali non e-
sistono problemi di spazio ma per i complessi por-
tatili, dove lo spazio a disposizione é piuttosto
ridotto, il suo impiego & praticamente da esclu-
dere.

In ogni modo il problema maggiore, qualora si
sia realizzato una tale sistema, & quello della

R1. da 10 a 560 ohm

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito. sintonia oscill.
C3. 25 pF compensatore

C4. 40 pF. compensatore
C5. 10.000 pF.

C6. 10.000 pF.

C7/L2. circuito sintonia finale
JAF1-2-3. impedenze di AF.

accoppiamento a partitore capacitivo

Fig. 4 Amplificatore di AF con emettitore a massa ad

TR1. transistor oscillatore
TR2. transistor amplif. AF.

L2
@c:'gu c3

’
TR

R1. da 10 a 560 ohm

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3. da10a47 pF.

C4. 200 pF. variabile

C5. 200 pF. variabile

C6. 10.000 pF.

C7. 10.000 pF.

C&/L3. circuito sintonia finale

B b ca cs ;
c1 T IAFY

L2. bobina filtro a pi-greco

accoppiamento con filtro pi-greco

Fig. 5 Amplificatore di AF con emettitore a massa ad

JAF1-2-3. impedenze di AF.
TR1. transistor oscillatore
_TR2. transistor a_mplif. AF.
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R1. da 10 a 1.000 ohm

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3. 10.000 pF.

C4. 10.000 pF.

CHL3. circuito sintonia finale

L2. bobina link avvolta sopraa L1

I1AF2

| ]

accoppiamento induttivo

Fig. 6 Amplificatore di AF con emettitore a massa ad

) JAF1-2-3. impedenze di AF.
TR1. transistor oscillatore
o TR2. transistor amplif. AF.

G. L.

™

kN R1. da 10 a 1.000 ohm

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3. 10.000 pF.

C4/L3. circuito sintonia finale
C5. 10.000 pF.

L2. bobina link avvolta sopra L1

TR2 =
L2 £ ¢ |
: EEEE-#E:-:].. ;t;t:j; ‘ .
1 4
|

JAF1-2-3. impedenze di AF.
TR1. transistor oscillatore

piamento induttivo

Fig. 7 Amplificatore di AF con base a massa ad accop-

o TR2. transistor amplif. AF.

taratura in quanto si puo facilmente sbagliare
tarando |'uscita di C5 su di una armonica anzi-
ché sulla frequenza fondamentale per cui é con-
sigliabile in fase sperimentale partire con dei
condensatori di capacita sensibilmente superiore
a quella richiesta per stabilire se con le spire che
formano L2 non esistono due posizioni di accordo.
In questi casi l'accordo sulla fondamentale &
sempre quello che si ottiene con la maggiore
capacita di C4 e C5. .

Per i valori di R1 valgono le stesse considera-
zioni fatte per la fig. 2, vale a dire che il suo va-
lore andra scelto sperimentalmente in funzione
delle tensioni di alimentazione e dei tipi di transi-
stor impiegati. =

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO

Un altro sistema per prelevare l'energia AF
dall’oscillatore ed applicarla alla base del tran-
sistor amplificatore di AF pud essere quello di
tipo induttivo.
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In fig. 6 abbiamo riportato il circuito di un am-
plificatore con emettitore a massa.

La bobina L2 si trova avvolta su L1, sempre
dal lato freddo di L1, prelevera I'energia AF in-
duttivamente e la applichera alla base di TR2 per
amplificarla. Per |la polarizzazione della base del
transistor TR2 un capo della bobina anziché es-
sere collegato a massa fara capo ad una resi-
stenza, R1 (il cui valore varia da 10 a 1.000
ohm a seconda del tipo di transistor impiegato),
disaccoppiata da un condensatore (nello schema
elettrico e contraddistinto dalla sigla C3).

La polarizzazione potra essere effettuata an-
che di emettitore collegando a massa il capo del-
la bobina L2 ed applicando sull’'emettitore una
resistenza di valare variabile tra i 10 ed i 1.000
ohm sempre disaccopiata da un condensatore da
10.000 pF.

Il vantaggio di utilizzare una bobina, L2, av-
volta su di un’altra, L1, consentira di adattare
meglio l'impedenza d'accoppiamento modifi-
cando il numero delle spire {da 1/2 a 5 a secon-
da della frequenza di lavoro), senza dovere, co-



me nell'accoppiamento capacitivo, saldare il
condensatore su una spira di L1.

In fig. 7 troviamo invece un circuito amplifi-
catore con base a massa e lo schema non si
differenzia di molto dal primo circuito.

Infatti abbiamo sempre la solita bobina L2
accoppiata ad L1 ed applicata con un capo al-
I'emettitore di TR2 e con l'altro estremo alla re-
sistenza di polarizzazione R1 disaccoppiata da C3.

Come al solito il valore della resistenza R1 pud
variare da 10 a 1.000 ohm a seconda della ten-
sione di alimentazione e del tipo di transistor
impiegato. In fig. 8 abbiamo invece un amplifi-
catore con collettore a massa e si notera infatti
che la bobina di sintonia L3 anziché essere col-
legata al collettore risulta in questo caso speci-
fico in collegamento con |'emettitore di TR2.

In questo circuito risulta molto critico il valore
del condensatore C3 e della resistenza R1 in
quanto, per esempio, con un transistor di media
potenza C3 pud assumere un valore di 330 pF
ed R1 un valore di 220 ohm, mentre con un

transistor di potenza il valore di C3 potra raggiun-
gere i 1.000 pF e quellodi R1i47 ohm.

A differenza di ogni altro, questo circuito pre-
senta il vantaggio di poter fissare il transistor
TR2 direttamente su di una apposita aletta di raf-
freddamento senza il pericolo che la capacita in-
trodotta da tale aletta-possa modificare in modo
sensibile le caratteristiche del circuito di sinto-
nia, eliminando inoltre_ l'irradiazione da parte
della aletta stessa dell’AF che potrebbe produrre.

ACCOPPIAMENTO
CON ENTRATA SINTONIZZATA

Il circuito degli amplificatori che finora abbia-
mo presentatg erano caratterizzati da entrate a-
periodiche, vale a dire non accordate,} ma, per a-
vere un maggior rendimento dell’'amplificatore
stesso, & possibile inserire in entrata un circui-
to - accordato accoppiato a quello dell'oscilla-
tore tramite un link.

I1AF2

TR2

cs

i
il e L
T o

R1. da22 a 1.000 ohm

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
L3 C3. da 220 a 1.000 pF.

C4. 10.000 pF.

C5%/L3. circuito sintonia finale

L3. bobina link avvolta sopra L1

5

Fig. 8 Amplificatore di AF con collettore a massa

JAF1-2. impedenze di AF.
TR1. transistor oscillatore
TR2. transistor amplif. AF.

LS R1. da10a 470 ohm

c2 L1

— 1AF1

C1. 10.000 pF.

C2/L1. circuito sintonia oscill.
C3/L4. circuito sintonia d’entrata
C4. 10.000 pF.

C5. 10.000 pF.

C&/L5. circuito sintonia finale
L2. link avvolto sopra L1

Tz i
|

L1

L3. link avvolto sopra a L4
JAF1-2. impedenze di AF.

entrata sintonizzata

Fig. 9 Amplificatore di AF con emettitore a massa con

& TR1. transistor oscillatore
TR2. transistor amplif. AF
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Fig. 10 Pud in molti casi risultare scomodo dover ricer-
care sperimentalmente su quale presa il collettore di
TR2 deve essere collegato sulla bobina finale (L3) per
ottenere il massimo rendimento. In questi casi si puo

ovviare avvolgendo su L3 una seconda bobina (L2)
composta da 2 a 4 spir. Modificando il numero delle
spire di L2 si potra piu facilmente ricercare quello che

ci dara il massimo rendimento

Cioé su L1 andra avvolta una o due spire (la
bobina L2) poi, intrecciando i due fili, il segnale
di AF viene trasferito ad una bobina identica ad
L2, che nello schema elettrico di fig. 9 & indicata
con la sigla L3, ed & avvolta su L4,

Questo circuito pud risultare ideale quando si
desidera duplicare la. frequenza dell'oscilla-
tore con TR2, per cui, ammettendo ad esempio
che l'oscillatore oscilli sui 72 MHz (circuito L1/
/C2) noi possiamo sintonizzare L4/C3 sulla pri-
ma armonica, cioé sui 144 MHz, ed infine sin-
tonizzare il finale (L5/C6) sempre sui 144 MHz.

ACCORDO STADIO FINALE

Abbiamo visto negli esempi che abbiamo finora
illustrato che quasi sempre il collettore del tran-
sistor amplificatore di AF non & mai collegato ad
un estremo del circuito di sintonia ma bensi ad
una presa della bobina stessa.

Questo procedimento & indispensabile per po-
ter adattare non solo l'impedenza del transistor
con il circuito stesso, ma anche per poter otte-
nere una maggiore selettivitd e migliorare cosi
il rendimento dell’'amplificatore stesso.

Praticamente sara necessario trovare in modo
sperimentale quale spira risulta la pio idonea
per questo accoppiamento, solo che pud anche
riuscire scomodo dover saldare e dissaldare sul-
le varie spire della bobina fino a trovare quella
che si dimostra la piu adatta.

Per evitare .queste difficolta si pué modificare
lo stadio finale, come vedesi in fig. 10, collegan-
do il collettore del transistor ad un link, avvolto
sopra un circuito di accordo, ed in questo modo ri-
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sultera pit semplice effettuare I'accoppiamento
modificando il numero delle spire del link tro-
vando quella pia adatta al transistor scelto.

TARATURA DI UNO STADIO AF

Come lo stadio oscillatore, anche lo stadio am-
plificatore di AF, affinché possa erogare in usci-
ta della AF, necessita di una adeguata taratura.
Pero non e che la taratura di tale stadio compor-
ti particolari difficolta, ma occorrera natural-
mente, quando ci si applichera alla realizzazione
di uno stadio sperimentale, procedere ad un con-
trollo attento eventualmente meodificando qual-
che valore al fine di ottenere il massimo rendi-
mento.

Infatti & vero che uno stadio di AF pud amplifi-
care oppure anche erogare AF, ma con quale ren-
dimento percentuale?

Noi possiamo ottenere un rendimento, nella
migliore delle ipotesi, del 70 oppure dell'80%,
ma potremmo anche non riuscire a superare il
20%, cosa questa assolutamente da evitare in
quanto e inconcepibile accettare rendimenti
inferiori al 50%. Quando ci si accinge alla tara-
tura di uno stadio di AF, come prima cosa sard
necessario inserire in serie all'alimentazione di
collettore del transistor un milliamperometro, co-
me si nota dalla fig. 12 predisposto sulla por-
tata piu coerente alla potenza del transistor im-
piegato. -

Se |'oscillatore non dovesse funzionare, va da
sé che lo stadio amplificatore AF non potra as-
sorbire alcuna corrente (fig. 12A) e solamente
quando invece esisterd una effettiva produzione



da parte dell'oscillatore di energia AF I'amplifi-
catore denuncera un certo assorbimento (fig.
12B).

Avuta quindi la prova che l'oscillatore funziona
sara necessario fare in modo che I'amplificatore
assorba pil corrente possibile e per ottenere que-
sto giunge opportuno ritoccare la sintonia del
circuito di accordo dell’oscillatore ruotando leg-
germente il condensatore variabile C2.

Se poi I'accoppiamento tra oscillatore e stadio
amplificatore avviene per via capacitiva (come da
fig. 12) sara logico modificare il valore della
capacita C3 e la posizione della presa sulla bobi-
na L1 fino al punto in cui il transistor mostrera il
maggior assorbimento di corrente.

Se invece l|'accoppiamento si verifica attra-
verso un partitore capacitivo, come appare in
fig. 4, sara opportuno ritoccare i compensatori
C3-C4 fino a raggiungere lo scopo precedente-
mente discusso, vale a dire il maggior assorbi-
mento possibile del transistor amplificatore, cosa
questa appurabile dalla lettura del milliampero-
metro. Tutti questi discorsi valgono anche se
'accoppiamento avviene tramite un filtro a pi-
greco, come da fig. 5.

Con [l'accoppiamento induttivo sara perod
necessario modificare le spire della bobina del
link L2 fino a trovare quella pit idonea cioé che
riesca a trasferire la massima tensione della base
del transistor, cosa che provochera automatica-

mente un aumento della corrente di collettore.

In pratica potrete constatare, a seconda del
transistor impiegato, che la bobina L2, perché
si abbia un massimo assorbimento della corrente
di collettore pud essere composta da 3 spire op-
pure da 1 sola o ancora anche da 1/2 spira.

Infatti il massimo trasferimento di energia AF
dallo stadio oscillatore a quello amplificatore
si otltiene solamente quando l'impedenza d'en-
trata ¢ perfettamente adattata al tipo di transi-
stor impiegato e gquesto adattamento si ottiene
appunto agendo sul numero delle spire di L2
(oppure, a seconda dei casi, variando la capaci-
ta o sul punto di collegamento della stessa alla
bobina L1 quando l'accoppiamento & di tipo
capacitivo).

Si pud cercare anche di variare il valore della
resistenza di polarizzazione R1 per trovare quella
pit idonea al tipo di transistor impiegato in quan-
to con questo sistema Si possono pure ottenere
ampie variazioni della corrente di collettore.

Quindi il primo obiettivo da raggiungere in uno
stadio amplificatore di AF é quello di ottenere che
il transistor assorba la massima corrente possi-
bile. Se notassimo invece che il transistor impie-
gato (che per esempio come caratteristiche con-
sente un assorbimento di 500 mA) giungesse
ad assorbire una corrente, nonostante tutte le
prove, troppo inferiore a quella che potrebbe rag-
giungere (per esempio, sempre nel nostro caso,

cz2 L1

TR

C 1 —

cs

L3

1AF2

Fig. 11 Per accordare uno stadio di AF, occorre far si

che il circuito di sintonia (C5/L3) risulti sintonizzato
esattamente sulla frequenza generata dall’oscillatore.
Per poter constatare tale condizione, occorrera appli-
care in serie all’alimentazione di collettore di TR2 uno
strumento miliamperometro e leggerne le variazioni di

corrente.
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Fig. 12 A Ricordatevi che uno stadio amplificatore di
AF non'deve assorbire corrente se |'oscillatore di AF
non é funzionante, per cui se il transistor non assorbis-
se nessuna corrente & evidente che |‘oscillatore non
eroga AF. Mancando la tensione di pilotaggio il transi-
stor TR2 non pué ovviamente amplificarla

\\u\\\"u.-.-mwu,, - Fig. 12 B Se l'oscillatore AF funziona noteremo che an-
che il transistor amplificatore AF assorbe corrente.
Per ottenere il massimo rendimento é necessario in
fase sperimentale cercare di modificare I'accoppia-
mento capacitivo o induttivo tra stadio e stadio, 0 mo-
dificare il valore di R1 fino ad ottenere il massimo as-
sorbimento.

Fig. 12 C Quando avremo raggiunto il massimo assor-
bimento di corrente da parte dello stadio amplificatore
di AF., I'operazione taratura non & ancora terminata,
per considerarla tale dovremo ora sintonizzare il circui-
to finale sulla frequenza generata dall'oscillatore

10 mA) cid stard a significare che detto transi-
stor richiede una tensione di pilotaggio maggio-
re di quella che eroga lo stadio oscillatore e
quindi se ne deve dedurre che esso non & idoneo
per essere collegato direttamente dopo lo stadio
oscillatore ma € necessario interporvi un altro
stadio di preamplificazione intermedio tale da au-
mentare la potenza di eccitazione (vedi fig. 1 ).

Quando avremo raggiunto il massimo assorbi-
mento possibile per ottenere /in uscita l'energia
AF amplificata occorre accordare il circuito di
sintonia posto sul collettore, ‘affinché risulti sin-
tonizzato sulla frequenza d'emissione.

Ruotando il condensatore variabile C4 si do-
vra trovare la posizione dove lo strumento mil-

liamperometro sempre inserito in serie alla ten-
sione di collettore, denunci il minimo assorbi-
mento di corrente.

Naturalmente si avra una posizione ben defi-
nita del variabile sulla quale la lancetta del
milliamperometro effettuera un marcato « dip »,
come da fig. 13.

La taratura si pud considerare perfetta sola-
mente quando la differenza tra |'assorbimento
massima e quello minimo sara sostanziale cioe,
tanto per spiegarci meglio, quando al massimo
I"'assorbimento raggiungera un valore sui 200 mA
al minimo deve corrispondere un assorbimento di
circa 15-20 mA. '

Qualora invece ad un assorbimento massimo

massimo e minimo assorbimento

Fig. 12 Dovremao ora ruotare il condensatore o com-
pensatore posto in parallelo alla bobina dello stadio fi-
nale. fino a trovare la posizione dove lo strumento mil- : /s
liamperometra dal massimo assorbimento, effettuera
una brusca variazione verso lo zero. L'accordo risulta
pertel_!o quando esistera una marcata differenza tra
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di 200 mA corrispondesse un assorbimento mi-

nimo di una corrente intorno ai 100 mA sarebbe

palese che il rendimento & veramente molto
scarso. ;

Infatti la potenza di AF sfruttabile & derivata
appunto dalla differenza che si riscontra. tra i due
assorbimenti, massimo e minimo.

Se la differenza € minima avremo come effet-
to non solo poca AF in uscita, ma anche un surri-
scaldamento del transistor e quindi potenza che
verra dissipata esclusivamente sotto forma di
calore e non di AF.

| motivi che possono comportare una riduzione
del rendimento di uno stadio amplificatore di AF
possono essere molteplici:

1) Il transistor puo essere non idoneo allo scopo:
a questo proposito pud darsi benissimo che
il transistor da voi impiegato non sia in_grado
di amplificare convenientemente la frequenza
scelta. Per esempio, su un trasmettitore per
i 144 MHz si sia scelto un transistor incapa-
ce di amplificare oltre i 140 MHz.

2) Vi possono essere anche delle perdite di ‘AF
causate da collegamenti troppo iunghi. Il
condensatore di disaccoppiamentoC5che non
si trova collegato direttamente sulla giun-
zione del variabile e la bobina L3 e la massa
piu vicina, ecc.

3) Pu6 avere anche una influenza negativa il
fatto che la bobina L3 ed il condensatore
C6 non siano sufficientemente rapportata. Per
esempio- poche spire per L3 ed un eccessivo
valore per C6.

In questo caso specifico occorrera aumentare il
numero delle spire e diminuire il valore del con-
densatore.

4) La presa del collettore del transistor sulla
bobina L3 non idonea alle caratteristiche
d'impedenza dello stesso. Occorrera modifi-
care sperimentalmente tale presa cercando
-quella spira dalla quale si riesce a raggiun-
gere il minimo assorbimento. '

5) Il circuito di sintonia. del finale risulta accor-
dato su di una armonica e non sulla frequen-
za fondamentale. Questo inconveniente pud
verificarsi quando sullo stadio ampilificatore
se € stato da voi progettato avete impiegato
una capacita di valore troppo inferiore a quel-
la necessaria.

Ed infatti un accordo, su di una armonica |'as-
sorbimento minimo si manterra sempre molto ele-
vato. |l transistor, duplicando la frequenza, non
potra mai superare come rendimento il 20 o il
30%. Ammettendo infatti che abbiate realizza-
to uno stadio finale sui 30 MHz, se I'accordo ri-
sulta effettivamente su detta frequenza potremo

“\\\\“'l""I"”'FI'JJM
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'Fig. 14 Se non riuscissimo ad ottenere un massimo as-
f’%? | sorbimento (vedi fig. 12 C) da parte dello stadio finale
e evidente che il transistor impiegato necessita di mag-
gior potenza di pilotaggio. Tale inconvenifte pué ma-
nifestarsi anche quando I'accoppiamento tra stadio o-
scillatore e stadio finale non risulta adeguato al transi-
sto (modificare capacita d'accoppiamento, spire hobi-
na del link, o valore di R1)

Fig. 15 Lo stadio finale risulta accordato ed eroga
quindi la massima potenza soltanto quando si & riusciti
accordando il circuito di sintonia finale ad ottenere la
piu ampia variazione da massimo assorbimento a mi-
nimo assorbimento

Fig. 16 Se la variazione di assorbimento durante la ta-

ratura fosse limitata dovremmo concludere che il cir-
cuito di sintonia finale risulta accordato su un‘armoni-
ca, oppure la presa di collettore sulla bobina non &
quella giusta, infine che il transistor non é adatto ad
amplificare la frequenza in gioco.
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avere un rendimento di oltre il 70%, ma se inve-
ce vi trovate sintonizzati su di una armonica
(60 MHz e cioé 30 X 2) il rendimento calera ov-
viamente fino ad un insufficiente 20-30%.

Per evitare questo errore noi consigliamo, in
fase di taratura, di inserire sempre, sperimen-
talmente, come prova di accordo un condensatore
di elevata capacita, quindi procedere con questo
alla sintonia.

Si dovranno trovare due posizioni di accordo
delle quali la prima a minor capacita (corri-
spondente all’accordo sulla 1. armonica) e di ren-
dimento scarso (con un « dip » minimo come dalla
fig.16) la seconda posizione a maggior capacita
(corrispondente all’'accordo sulla fondamentale) e
con un rendimento palesemente superiore (« dip »
massimo).

Stabilita quindi la capacita piu adatta potete
controllare la capacita esatta, aiutandovi per e-
sempio con il capacimetro pubblicato sul n. 8
della rivista e che si & rivelato insostituibile per
gueste necessita.

Se per esempio la vostra misura denunciasse
una capacita di 80 pF noi possiamo scegliere un
compensatore da 40 pF collegandovi in serie un
condensatore fisso in ceramica da 56 pF.

Ultimata la taratura dello stadio finale occor-
rerda controllare infine che I'amplificatore di AF
non autooscilli, che cioé anche |'amplificatore
non funzioni esso stesso da oscillatore di AF.

Per questo particolare controllo sara utile to-
gliere la tensione allo stadio oscillatore ed in
questa condizione verificare che |'amplificare

non denunci un assorbimento di corrente come
da fig. 12 A).

| PERCL ORURD
FERRICO
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Se invece notassimo un assorbimento risul-
tera evidente che tale stadio autoscilla ed in
questo caso sara necessario invertire i capi
della bobina L2 collegando alla base del transistor
quello che prima si collegava alla resistenza R1
e viceversa quindi modificando il valore di R1 e
distanziando, o possibilmente schermando, la
bobina L1/L2 da quello dello stadio finale, L3, af-
finché non avvengano accoppiamenti induttivi
tali da provocare autooscillazioni.

A questo punto noi vi consigliamo, anche se do-
po tutte gueste prove non sarete ancora riusciti
ad ottenere quei risultati che vi aspettate e che
saranno solamente dilazionati, di collegare uno di
questi stadi amplificatori di AF con |'oscillatore
di AF presentato sul n. 9 badando che il numero
delle spire della bobina L3 risulti di 16 spire con
un condensatore variabile da 500 pF.: nel prossi-
mo articolo che apparira sul n. 11 della rivista
vi spiegheremo come poter infine con.un ampli-
ficatore di AF da noi espressamente calcolato e
collaudato, trasferire I'energia di AF erogata dal
complesso oscillatore-amplificatore in antenna
donde verra irradiata nello spazio.

Questa rappresentera la fase finale e piu impor-
tante nella realizzazione.e messa in funzione di un
trasmettitore perché e inutile produrre della AF
quando poi non si riesce o non si sa come farla
assorbire completamente, o almeno nella sua
massima parte, da una qualsiasi antenna.

La nostra serie di articoli in ogni modo conti-
nuera nella spiegazione di come si deve modula-
re uno stadio finale con un amplificatore di BF ed
infine come realizzare degli efficentissimi com-
plessi ricetrasmettitori per i 27 ed i 144 MHz,

TUTTO L'OCCORRENTE

PER | CIRCUITI STAMPATI
confezione da 1/2 litro per bottiglia
soluzione DECAPAGGIO L. 200
soluz. PERCLORURO FERRICO L. 400

soluzione ACCELERANTE L. 300
spese postali per pacco L. 500

confezione da 1 litro per bottiglia

soluzione DECAPAGGIO L. 380
soluz. PERCLORURO FERRICO L. 750
soluzione ACCELERANTE L. 570
spese postali per pacco L. 600
1 bottiglia INCHIOSTRO

PROTETTIVO L. 300

Le ordinazioni dei prodotti chimici ne-
cessari alla preparazione dei circuiti
stampati debbono essere indirizzate
alla Rivista NUOVA ELETTRONICA. via
Cracovia 21 BOLOGNA.

Provvederemo noi a farveli inviare, ai
prezzi sopra indicati, direttamente dal
produttore al vostro domicilio.



MOBILE AGUSTIGO Hi-F

Il mobile acustico che vi presentiamo in questo ar-
ticolo pur presentando delle dimensioni ridotte &
tuttavia adatto per contenere diffusori con una po-
tenza massima di 15 watt.

Il mobile che vogliamo presentarvi, pur se ha
delle dimensioni molto ridotte, tuttavia come
rendimento acustico pud essere paragonato, e
senza perderci, con altri tipi di dimensioni ben
pit ragguardevoli.

Tanto per darvi subito un’idea esatta di quanto
asseriamo cominciamo con il darvi le misure di
ingombro del nostro progetto che si possono
riassumere nelle seguenti:

Larghezza = cm. 28
Profondita = cm. 25
Altezza = cm. 56

Da questi dati potete benissimo gia arguire
la validita del nostro mobile acustico, special-
mente se vi assicuriamo il suo alto rendimento.
Dal disegno di fig. 1 siete inoltre in grado di con-
cludere quanto la realizzazione dello stesso risul-
ti semplice al punto che, visto che dovrete ricor-
rere immancabilmente ad un falegname, a meno
che non ne abbiate le qualita voi stessi, baste-
rd che gli proponiate il disegno con le relative
dimensioni, che gli facciate presente a grandi li-
nee i consigli che noi vi daremo in questo artico-
lo ed egli, senza nessun altra delucidazione, sa-
ra in grado di fornirvi il mobile gia pronto per es-

sere installato in casa vostra.

Lo spessore delle tavole da noi utilizzate nel
nostro prototipo hanno uno spessore di 1,5 cm ed
il falegname al quale ci eravamo rivolti per la
costruzione avrebbe voluto impiegare del le-
gno panforte (trucciolato pressato). Non aven-
done perd a disposizione sul momento con lo
spessore richiesto, € non potendo noi aspettare
in quanto a realizzazione ultimata si reputava
necessario un doveroso collaudo per potervi ap-
partare eventuali correzioni, in caso si fosse pre-
sentato un qualche inconveniente, oppure per
rifarlo, qualora non avesse presentato quelle ca-
ratteristiche alle quali tendevano i nostri studi,
abbiamo tralasciato |'uso del panforte, che peré
consigliamo caldamente ai nostri lettori, per ri-
piegare su altro tipo. Comunque la scelta del le-
gno non & critica, basta solo rispettare le dimen-
sioni e se noi ne abbiamo consigliato un dato ti-
po e solo perché esso presenta delle caratteri-
stiche per il nostro scopo che lo rendono prefe-
ribile a tanti altri di costo nettamente superiore.

All'interno del mobile, affinché con il tempo e
'umidita le pareti laterali non abbiano a subire
deformazioni, abbiamo ritenuto opportuno fissa-
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Fig. 1 Disegno dei vari pezzi che compongono il mobi-
le acustico descritto in articolo. Tutte le misure indi-
cate sono in millimetri

pag. 736









































































































































































































